
- tepelné – zde dochází p i absorpci foton  k oteplení citlivé ásti detektoru a pohlcená 
energie se vyhodnocuje nep ímo sníma i teploty 

- kvantové – zde se využívá fyzikálního jevu, u kterého p i interakci dopadajících foton
dochází ke generaci pár  elektron – díra. Je-li teplota vyšší než je absolutní nula 
a sou asn  je-li energie elektron  v tší nebo rovna energii, která stanovuje ší ku
zakázaného pásu polovodi e, dochází k uvoln ní elektronu a jeho p echodu na 
vyšší energetickou hladinu. Tím vzniká v elektronovém obalu atomu díra, 
sou asn  si ionizovaný atom p j í elektron od sousedního neutrálního atomu. 
Tím dochází k volnému tepelnému pohybu elektron  a d r.

3.8.2.1 Tepelné detektory 

Tepelné detektory dále d líme na: 
- termoelektrické – využívají zm nu termoelektrického nap tí dvojice vodi  vlivem rozdíl 

teplot mezi m icím (ozá eným) spojem a srovnávacím (zatemn ným) 
spojem 

- bolometrické – využívají zm nu elektrického odporu elementu detektoru na základ
zm ny jeho teploty 

- pyroelektrické – využívají teplotní zm nu elektrostatické polarizace 

Termoelektrické detektory infra erveného zá ení jsou tvo eny tepelnou absorp ní vrstvou, jejíž 
teplota se m í sériov azenými termoelektrickými lánky, které jsou konstruovány bu  jako tenké 
kovové pásky tl. cca 0,03 mm, nebo jako pásky zhotovené technologií tenkých vrstev, nebo 
k emíkovou technologií. Jako materiály se používají materiály pro klasické termo lánky, ale také Bi, 
Sb dotované Se a Te s termoelektrickým koeficientem až 230 µV.K-1. Možné uspo ádání detektoru, 
realizovaného technologií tenkých vrstev znázor uje obr. 3. 39. Uvnit  kompletního sníma e obvykle 
bývá ješt  senzor srovnávací teploty. P i kombinaci kov  BiSb-NiCr bylo dosaženo následujících 
parametr :

po et termoelektrických spoj  100 
integrální citlivost  K=110V.W-1

normovaná detektivita  D*=2,1.108 cmHz1/2W-

1

m icí odpor   Ni1000 
asová konstanta  40 ms 

rozm r ipu   2 x 2 mm 

Bolometrické detektory zá ení snímají oteplení 
detektoru teplotn  závislým odporovým materiálem, tj. 
pohlcené zá ení zp sobí zm nu teploty odporového 

senzoru, a tím i zm nu jeho elektrického odporu. K výrob  se nej ast ji používají tenkovrstvé 
mikroelektronické technologie na bázi odporových materiál  z kysli ník  MgO, MnO, NiO, TiO2,
Ti2SeAs2Te3 a pod. Mikrobolometrické detektory jsou uspo ádány v ádku nebo jako plošné detektory. 
Plošné detektory se používají v termovizních kamerách v maticovém uspo ádání FPA (Focal Plane 
Array) 320 x 240  až  640 x 480 element . Možná uspo ádání ukazuje obr. 3.40. 

Obr. 3.39 Termoelektrický detektor 
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